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(i)相図上で exp(2K)=p/(1-p)で定義される線 (クロスオ ＼ ,


















は与えられた確率p(強磁性ボンドの確率 )におけるフラストレー ションのエントロピー と同
一視できる｡自由エネルギーはqV)で述べた3重臨界点で特異性を持っから,フラス トレーシ
ョンのエントロピーも相図上で3重臨界点と同じp-pcにおいて特異である｡p>pc(強磁性










































東工大･理 尾関 之康,西森 秀稔
スピングラス (SG)の分野において,有限次元のモデル-の興味が高まってきた近年,その
代表 と言える±∫イジングモデルの研究も盛んに行われている｡特に対称分布についての研究
はかなり進んでいて,シミュレーション1,2)や高温展開3)等によって,転移温度や臨界指数な
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